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W tej czgsci artykulu o TRX-ie SDR opisane
zostaly dodatkowe bloki tego urzadzenia:
przetwornica —9V, uklad stabilizacji tempe-
ratury generatora SIS70 oraz liniowy wzmac-
niacz mocy. Moga one by¢ wykorzystane
réwniez w innych urzadzeniach, np. uktad
stabilizacji temperatury i przetwornica -9V
moga znalez¢ zastosowanie w opisywanym w
EdW 8/2009 odbiorniku HPSDR (AVT-2909),
a wzmacniacz mocy w dowolnym urzadzeniu
nadawczym na fale krotkie.

Termostat

Uklad ten stuzy do stabilizacji temperatu-
ry kostki SI570. Schemat modulu pokazany
jest na rysunku 1. Uktad SI570 wykazu-
je dos¢ silng zalezno$¢ migdzy temperatu-
ra otoczenia, a generowana czegstotliwoscia.
Zmiany czgstotliwosci (temperatury) uktadu
SI570 sa najsilniejsze w pierwszych minutach
od wlaczenia uktadu. Zastosowanie uktadu
termostatu pozwala uzyska¢ po osiagnigciu
zadanej temperatury (par¢ minut) duza sta-
bilno$¢ czgstotliwosci generatora, niezalez-
nie od temperatury otoczenia. Opisany uktad
bazuje na podobnych opisach dostgpnych w
Internecie. Cecha, ktora go wyrdznia, jest
uzycie tranzystora MOSFET z kanatem P
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jako elementu grzejnego. Przyjete rozwiazanie
ma jedna duza zaletg, nie wymaga stosowa-
nia podktadki izolacyjnej, dren tranzystora
IRF9Z34 podtaczony jest bezposrednio do
metalowej czgSci obudowy TO-220, dzigki
czemu moze by¢ ona bezposrednio potaczona
z masg uktadu. Funkcj¢ czujnika temperatury
peli czujnik krzemowy typu KT81-210. W
porownaniu z klasycznymi termistorami NTC
czujniki krzemowe posiadaja lepsza stabil-
no$¢ w funkcji czasu. Napigcie zasilajace
czujnik 1 wytwarzajace napigcie odniesienia
(regulujace temperaturg) wytwarzane jest za
pomoca stabilizatora 78L09. Poréwnywanie
temperatury mierzonej z zadang odbywa si¢
w podwdjnym wzmacniaczu operacyjnym
typu TLC272. W uktadzie wykorzystano tylko
jedna polowke tego uktadu, druga jest niewy-
korzystana. Wzmocnienie uktadu ograniczone
jest przez opornik R10, a szybko$¢ reakcji
na zmiany temperatury przez kondensator
C4. W ukfadzie tym nie nalezy spodziewaé
si¢ szybkich zmian temperatury. Pozadana
warto$¢ temperatury ustawia si¢ za pomoca
potencjometru wieloobrotowego R13. Sygnat
bledu ze wzmacniacza operacyjnego steruje
bramka tranzystora MOSFET przez rezystor
R2. Wartos¢ pradu ptynacego przez tranzystor

Rys. 1 Schemat ideowy termostatu
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ogranicza obwdd z rezystorami R3-R8 i tran-
zystorem Q1 typu pnp —- MMBT3906. Zamiast
tranzystora MMBT3906 mozna wykorzysta¢
dowolny tranzystor matej czgstotliwosci typu
pnp. Warto$¢ pradu ptynacego przez tran-
zystor mozna obliczy¢ ze wzoru I = 0,6/R,
gdzie R jest wartoscia wypadkowa szesciu
réwnolegle potaczonych rezystorow R3-R8.
W przypadku, gdy warto§¢ spadku napigcia
na rezystorach przekroczy warto$¢ 0,6V (spa-
dek napigcia na zlaczu baza-emiter), tranzy-
stor MOSFET przestaje by¢ wysterowywany
(napigcie bramki zwierane jest przez tranzy-
stor MMBT3906 do +12V), a tranzystor IRF
przestaje podgrzewa¢ uklad SI570. W uktla-
dzie ograniczajacym prad uzyto opornikéw
SMD w rozmiarze 1206. Warto$¢ pradu pod-
grzewajacego powinna miescic si¢ w zakresie
od 250-1000mA i zalezy od zastosowanej
izolacji termicznej. Wigkszej wartosci pradu
podgrzewajacego wymagaja uklady gorzej
izolowane termicznie. Proces grzania syg-
nalizowany jest przez $wiecenie diody LED.
Informacja o stopniu wysterowania tranzysto-
ra grzejacego ($wiecenie diody LED) zmienia
si¢ w sposob ptynny. Po jaskrawosci $wiece-
nia diody LED jestesmy w stanie zorientowac
si¢ co do odchytki pomigdzy temperaturg
ustawiong a temperatura czujnika.

Uktad najlepiej zmontowa¢ w formie kanapki
na ksztattowniku aluminiowym w ksztalcie
litery T lub L. Z jednej strony ksztattownika
przymocowujemy ptytke generatora SIS70, z
drugiej strony plytke termostatu. Obie plytki
skrecone sa ze soba za pomocag $rub typu
M3. W celu jak najlepszego przekazywania
ciepta z tranzystora do ptaskownika obudowg
tranzystora IRF nalezy posmarowac smarem
termoprzewodzacym. Otwor pod tranzystor
mocy uzyskujemy po wylamaniu wstgpnie
zaznaczonego otworami obszaru na plytce
drukowanej, a otrzymany otwor wygladza-
my za pomoca pilnika. Caly uklad nalezy
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+5V na —12V. Napigcie —12V obnizane
jest do -9V za pomoca stabilizatora napig-
cia ujemnego typu 7909. Stabilizator ten
pehi funkcjg aktywnego filtru redukujacego
poziom tetnien (zakldcen) na wyjsciu prze-
twornicy. Nalezy zwro6ci¢ uwage na fakt, ze
stabilizatory napigcia ujemnego niektorych
producentdw wymagaja pojemnosci na wej-
$ciu 1 wyjéciu stabilizatora ponad 100uF,
gdyz w przeciwnym wypadku wzbudzaja

zaizolowac termicznie za pomocg styropianu
(wystarczy grubo$¢ lcm). Czujnik tempe-
ratury nalezy przyklei¢ do obudowy uktadu
SI570, a potaczenia pomigdzy czujnikiem a
plytka wykona¢ za pomoca dwoch skreconych
z soba przewodow. Temperatura pracy termo-
statu powinna wynosi¢ okoto 45°C. Opisany
uktad moze by¢ uzyty w odbiorniku HPSDR,
jak roéwniez w dowolnym innym uktadzie
stabilizacji temperatury np. generatora kwar-
cowego. Zmontowany uktad widoczny jest na
fotografii 1. Schemat montazowy pokazano
na rysunku 2.

Przetwornica -9V

W celu optymalnej pracy wzmacniaczy ope-
racyjnych uktadu TRX i odbiornika HPSDR
wskazane jest ich zasilenie napigciem syme-
trycznym, co wymaga zastosowania trans-
formatora sieciowego z dwoma niezalezny-
mi uzwojeniami. Mimo ze zdobycie takiego
transformatora nie jest trudne, wiele oséb
uznaje konieczno$¢ jego uzycia za powazna
wadg. Pomijajac mozliwo$¢ wykorzystania
zwyklego transformatora i podwajacza jed-
nopotéwkowego, problem mozna tez rozwia-
za¢ za pomocg odpowiedniej przetwornicy.
Schemat proponowanej przetwornicy poka-
zany jest na rysunku 3. Opisana w artykule
przetwornica zbudowana jest na do$¢ starym,
ale powszechnie dostgpnym i tanim uktadzie
scalonym MC34063. Cato$¢ pracuje w ukta-
dzie przetwornicy podwyzszajacej, zmienia-
jacej polaryzacjg napigcia i zamienia napigcie

sie. W ukladzie zastosowano kilka filtrow
dolnoprzepustowych, zbudowanych na
rdzeniach ferrytowych typu F1001, pofa-

Fot. 2

czonych z kondensatorami.
W celu zapewnienia dobrego
odsprzezenia uktadu w szero-
kim zakresie czestotliwosci,
w uktadzie wykorzystano sze-
reg kondensatoréw, rdznia-
cych sig warto§ciami pojem-
nosci. Pewnego wyjasnienia
wymaga dlawik L3, poniewaz
wlasnie ten element przyspo-
rzyt najwigcej problemow pod-
czas pierwszego uruchomienia
uktadu. Pierwotnie jego funkcje
pehit dtawik o takiej wartosci
(330uH), nawinigty na rdzeniu
toroidalnym F1001 (jego war-
to$¢ sprawdzono za pomocag
miernika indukcyjnosci), uktad jednak Zle sta-
bilizowal napigcie wyjsciowe i bardzo silnie
reagowal nawet na niewielkie zmiany obcig-
zenia, zmieniajac napigcie na swoim wyjsciu.
Problem catkowicie rozwiazalo zastosowanie
jako tej indukcyjnosci fabrycznego dlawika z
otwartym strumieniem. Wing za zte dzialanie
uktadu w przypadku zastosowania rdzenia
toroidalnego ponosito najprawdopodobniej
zjawisko nasycania si¢ rdzenia. Rdzenie toro-
idalne nasycaja si¢ znacznie szybciej niz
uktady z otwartym strumieniem magnetycz-
nym. Zaleta rdzeni toroidalnych jest maty
poziom zaktocen generowanych przez pole
rozproszone. Jako L3 mozna uzy¢ oczywiscie
dlawika innego niz podany w spisie ele-
mentdw, ale uwzgledniajac podane wczesniej
zastrzezenia. Zastosowany dtawik powinien
dodatkowo mie¢ mozliwie mata warto$¢ rezy-
stancji szeregowej. Masa tego uktadu powin-
na by¢ potaczona tylko w jednym punkcie
oznaczonym litera x na plytce drukowanej
z reszta mas (np. przez metalowa tulejke
dystansowa), reszta tulejek powinna by¢
plastikowa. Uktad dobrze jest zaekranowaé

Rys. 3 Schemat ideowy przetwornicy -9V
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Rys. 4 Schemat montazowy
przetwornicy -9V

tyle maty, ze nadaje
sie¢ do zastosowa-
nia w urzadzeniach
radiowych i innych
uktadow wymagaja-
cych uzycia ujemne-
go napigcia zasilania
o niskim poziomie
zaklocen. Wartosé
napigcia wyjsciowe-
go moze by¢ zmie-
niana za pomoca
elementow towarzy-
szacych uktadowi
MC34063 i wymiany
stabilizatora szere-
gowego. Odpowiedni kalkulator wyliczajacy
zadane warto$ci elementéw uktadu MC34063
w zalezno$ci od zadanego napigcia wyjscio-
wego, pradu i czgstotliwosci pracy przetwor-
nicy mozna znalez¢ pod adresem http://www.
nomad.ee/micros/me34063a/index.shtml.
Zmontowany uktad pokazano na fotografii 2,
schemat montazowy na rysunku 4.

Wzmachniacz mocy w.cz.

Opisany wzmacniacz mocy jest konstrukcja
szerokopasmowa 1 pracuje w calym zakresie
fal krotkich. W uktadzie tym uzyto szeregu
ciekawych rozwiazan. Mimo, ze uktad prze-
znaczony zostal do urzadzen SDR, praktycz-
nie bez zadnych modyfikacji moze znalez¢
zastosowanie w kazdym urzadzeniu nadaw-
czym na fale krotkie. Impedancja wejscia i
wyjscia uktadu zblizona jest do 50Q. Niektore
elementy nie musza by¢ montowane, o tym
jednak p6zniej. Schemat ideowy widzimy jest
na rysunku 5. Szerokopasmowo$¢ uktadu
uzyskano dzigki zastosowaniu transforma-
tordw sprzegajacych poszczegdlne stopnie-
nie wzmocnienia ze soba. Pierwsze dwa
transformatory obnizaja impedancjg, ostatni
pracuje jako transformator podwyzszajacy
impedancj¢. To, czy dany transformator
obniza, czy podwyzsza impedancjg, zalezy
tylko od potaczenia uzwojen transformatora.
Stosowanie transformatoréw obnizajacych
rezystancj¢ ma na celu zapewnienie odpo-
wiednio dobrego wysterowania tranzysto-
row polowych, szczegdlnie na wyzszych
czgstotliwosciach. Zastosowane tranzystory
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polowe maja do$¢ duze pojemnosci wejscio-
we. Ostatni z transformatorow nawinigty jest
na dwoch sklejonych ze soba rdzeniach ze
starych symetryzatoréw telewizyjnych. Do
sklejenia rdzeni nalezy uzy¢ kleju epoksydo-
wego (dwusktadnikowego), a rdzenie powin-
ny $cisle przylega¢ do siebie. Klej wykorzy-
stany do sklejenia rdzeni nie powinien by¢
koloru czarnego ani szarego, ze wzglgdu na
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o I:__l § 8y 8 przez rdzen wigksza moc, niz gdybysmy uzyli
- pojedynczego rdzenia. Dwa pierwsze wzmac-
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g 3 L—au:_iﬁ\;r ' pradami spoczynkowymi 40mA BFG591 i
O Iv_l 2 F 3 o—d : 70mA (IRF510), tranzystor koncowy pracuje
* F I_’YY\_‘:—< _ie oy e— w klasie AB z pradem spoczynkowym okoto
el ok g 250mA (IRF530). Kondensator o wartosci
Ll 100pF w zrédle tranzystora IRF510 zwigk-
Q.S 2 k= sza wzmocnienie wzmacniacza dla wyzszych
0—0""—| é ME,% czestotliwoéci (tranzystory maja mniejsze
ﬁ‘_ ég cai % wzmocnienie mocy dla qukszyc.h czqst(?tll—
s s ~E E wosci). Dobra liniowo$¢ wzmacniacza osiag-
_ -g Zc nigto dzigki stosowaniu ujemnych sprzg¢zen
L1 345 zwrotnych zar6wno w obwodzie emitera
(zrodta), jak i pomigdzy kolektorem a baza

(drenem a bramka). Wigksza moc wyjSciowa
ze wzmacniacza mozna uzyskac, zasilajac
tranzystor IRF530 z napigcia wyzszego niz
12V (do 24V), po roztaczeniu odpowiedniej
zwory na plytce i wymianie kondensatora
elektrolitycznego na inny, 0 wyzszym napig-
ciu pracy. Rezystory o warto$ci paru omow w
bazie (bramkach) tranzystor6w zapobiegaja
wzbudzeniom pasozytniczym wzmacniacza.
Tranzystor BFG591 w celu poprawy chto-
dzenia wymaga przylutowania z obu stron
plastikowej obudowy kawatka foli miedzia-
nej, ktora styka si¢ z powierzchnia plastikowa
tranzystora. W przypadku tranzystora IRF510
wystarczy kawalek blachy aluminiowej o
powierzchni okoto 10-15 cm kwadratowych.
Tranzystor IRF530 wymaga dos$¢ duzego
radiatora, przy czym musi by¢ on przykrgco-
ny do niego za pomoca podkiadki izolacyjnej
(minimum 100-150 cm?). Do radiatora tranzy-
stora IRF530 powinny by¢ tez przymocowane
dwie diody D4, D5, ktére pod wptywem wzro-
stu temperatury obnizaja napigcie polaryzuja-
ce bramkeg, a tym samym zmniejszaja wartos¢
pradu spoczynkowego tranzystora wraz ze

TR1: pierwotne - 7zw., wtéme - 7zw.
TR2: pierwotne - 4zw., wtéme - 5zw.
TR3: pierwotne - 4zw., wtéme - 4zw.

+12v

wzrostem jego tempera-
Iy o
8 tury. Warto$¢ pradu spo-
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°°n"n“’ “’m 28 LN g metru  wieloobrotowe-
55§ oS =1 o £ go. Przefaczanie w stan
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o z%'S g ' gl 5 8 dzigki zastosowaniu prze-
Z00< |F 8 h < .
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S 28 o z, chanicznego, uktadu
£ & » 0
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o kanatem P oraz tranzy-

stora MMBT3904. Na
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wejéciu  wzmacniacza
znajduje si¢ uktad prze-

Step size: 6.807 kHz; measurement: 1000

tacznika elektroniczne- "1‘: P
go w.cz. firmy Hittite =

typu HMCI90MS8. °
Zaleta zastosowane-

go uktadu jest bardzo *
niska cena wynoszaca =
okoto 1,5zt za sztukeg, -
zdolno$¢ przenoszenia =
duzych mocy nawet
do 1W (nigdy nie beda .,
wystgpowaly w tym
miejscu moce wigksze
niz 10mW) i doskonata
odpornos¢ intermodu-
lacyjna. Parametr IP3+
moéwiacy o odporno-
$ci intermodulacyjnej
wynosi az +50dBm.
I1zolacja pomigdzy wro-
tami przelacznika do
30MHz wynosi ponad

Kursor 1:
7.420340 MHz

Kanall: -10.80dB

Kanal 1

max:-0.95dB 3.758174MHz
min:-24.89dB 9.986579MHz

Start frequency: 3.200000 MHz; final frequency:10.000193 MHz

NRgter: 1.0 MHz

Rys. 6 Charakterystyka filtru
pracujacego podczas
nadawania i odbioru

mocy nie zakldcaja pracy
odbiornika. Stanem
aktywujacym nadawa-

@ nie jest stan wysoki na
zkaczu PTT wzmacnia-
T ** cza mocy. Zastosowane
@ rozwiazanie umozliwia
=  sterowanie Wwzmacnia-

w0 czem zarOwno za pomo-

=  cg poziomdéw logicznych

= TTL (procesor ATtiny45

» uktadu SI570), jak i
sygnatléw o poziomow
logicznych  standardu
RS232 (sterowanie 2z
wykorzystaniem progra-
mu autorstwa MOKGK).
Dioda L4148 (IN4148 w
obudowie SMD) zabez-
piecza uktad przed zbyt
duzym ujemnym napig-
ciem pochodzacym od
portu RS232, ogranicza-

35dB. Uktady tego typu
produkuje wielu producentéw. Pewna wada
w tych ukfadach jest konieczno$¢ usunig-
cia sktadowej stalej (zastosowanie konden-
satorow separujacych na wszystkich wro-
tach przelacznika mimo podawania przez
producentow, ze uktady pracuja od napigé
statych) oraz konieczno$¢ sterowania prze-
tacznika dwoma sygnatami naraz. Uklad ma
dwa wejscia sterujace oznaczone jako A i
B, stany na tych wejsciach powinny by¢
zawsze przeciwne, tzn. jesli na jednym z
wejs¢ wystepuje stan niski, na drugim musi
by¢ stan wysoki. Poziom stanu wysokiego
moze wynosi¢ maksymalnie 8V. Wigkszym
warto§ciom napig¢ sterujacych odpowiada
wigksza warto$§¢ odpornosci na modulacje
skro$na. Odpowiednie napigcia sterujace
praca przetacznika wytwarzane sa przez dwa
inwertery Schmitta uktadu CD4093. Sygnat
z wyj$cia nadajnika (duza moc) przelaczany
jest juz za pomoca zwyklego przekaznika
elektromechanicznego. Przekaznik potprze-
wodnikowy zastosowanego typu nie jest w
stanie przenie$¢ mocy naszego wzmacniacza.
Na uwagge zashuguje w tym ukladzie fakt, ze
dwa pierwsze stopnie i polaryzacja trzeciego
stopnia wzmacniacza zataczane sg tylko pod-
czas nadawania. Funkcj¢ klucza zalaczajace-
g0 napigcia zasilania tych tranzystorow petni
tranzystor MOSFET z kanatem typu p. Dzigki
przyjgtemu rozwiazaniu szumy wzmacniacza

jac ujemne napigcie do
poziomu — 0,6V. Dodatkowa ,,wolna” bramka
uktadu CD4093 umozliwia sterowanie praca
zewngtrznego wzmacniacza przeciwsobnego
na MOSFET--ach przez zwieranie napigcia
ich bramek do masy za pomoca zewngtrz-
nego tranzystora npn. Dodatkowe elementy
na zlaczu RS232 stuza do sterowania klu-
czem telegraficznym (emisja CW)
z programu PowerSDR. Pokazany
na schemacie filtr dolnoprzepusto-
wy moze by¢ zastosowany tylko
w wersji jednopasmowej, podane
pojemnosci na schemacie dotycza
pasma 80m. Pojemnos$ci oznaczo-
ne jako 0 pozwalaja ztozy¢ kon-
densator o zadanej pojemnosci
z paru kondensatorow o mniej-
szej pojemnosci. Filtr ten pracu-
je zaréwno podczas nadawania
i odbioru. Charakterystyke tego
filtru pokazano na rysunku 6. W
wersji na caly zakres KF filtr ten

=

Fot. 3

Zmontowany uklad przedstawiono na foto-
grafii 3, schemat montazowy na rysunku 7.

Uruchomienie ukiadu

W ukladzie powinny by¢ zastosowane ele-
menty o mocy strat i napigciu pracy podanym
w wykazie elementow. Zastosowane rezysto-
ry przewlekane powinny by¢ bezindukcyjne,
z mozliwie krétkimi wyprowadzeniami. Na
wstegpie wykonujemy polaczenie odcinkow
A i B za pomoca krotkiego odcinka kabla
koncentrycznego o impedancji 50Q oraz
montujemy resztg elementéw, nie wlutowu-
jac zwory podajacej zasilanie na dren tran-
zystora IRF530. Punkt pracy tranzystorow
powinien by¢ skorygowany ze wzgledu na
dos$¢ duzy rozrzut parametréw uzytych tran-
zystorow (do$wiadczenie z paroma tego typu
uktadami). Zmiang punktu pracy dokonuje
sig, zmieniajac warto§¢ rezystorow polary-
zujacych bazg (bramkg) tranzystora. W tym
czasie uklad powinien by¢ obciazony od
strony wejécia 1 wyjscia rezystorami 50Q o
odpowiedniej mocy (na wejSciu wystarczy
zwykly rezystor o rozmiarze 0805). Warto$§¢
pradu plynacego przez tranzystor moze byc¢
mierzona za pomocg pomiaru spadku napig-
cia na opornikach emiterowych (zrodtowych)
— prawo Ohma. W celu uruchomienia nadaj-
nika, podajemy napigcie od 5 do 12V na zla-
cze sterujace trybem pracy nadawanie-odbior
7 FERER
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nie jest montowany. Plytka dru- Rys. 7 Schemat montazowy wzmacniacza. Skala 50%

kowana ma dodatkowe miejsce
na generator kwarcowy 1 stabi-
lizator scalony, ktory moze by¢
uzyty w urzadzeniu SDR (wer-
sja przewlekana), montowanie
jego nie jest jednak koniecz-
ne, gdyz analogiczne elementy
znajduja si¢ na plytce TRX-a.




I ——— Projekty AVT &

Wykaz elementéow L3........... 330uH rozmiar 1207, C21,C49 . 22nF przewlekany 100V MKT
Termostat ekranowany C22.... 100nF przewlekany 250V MKT
Rezystory Wzmacniacz mocy C23............... 33nF 250V MKT
RT.. 0kQx (1206) Rezystory C26...... 10nF przewlekany MKT 63V
R2...... o 68002 (0805) R1.................. 47k (0805) C30.................. 470uF 25V
R3-R8 ............... 3,60 (1206) R2R3 .............. 8,2kQ2 (0805) €33,036,C37........... * patrz tekst
RO 1kQ2 (0805) R4-R7................ 150 (1206) C34,C38.............. 680pF 250V
RIO...........e 100k (0805) R8RIR35............. 2202 (1206) przewlekany, patrz tekst
R11.. 2,2kQ (1206) R10................. 1509 (0805) C35................. 1500pF 250V
R12........ . 2,4k (0805) R11R25 ............. 6802 (0805) przewlekany, patrz tekst
R13........... 5kQ2 (wieloobrotowy) R12R34 ............. 3300 (0805) C41................. 10nF (0805)
Kondensatory RIR14 ........... .. 47Q (1206) C42........ 10uF ceramiczny (1206)
C1,62,C5. ... 10uF ceramiczny (1206) R15................ 2,7kQ2 (0805) C44,C45............. 47nF (0805)
C3,64,C6,C7......... 100nF (0805) R16................ 4,7kQ2 (0805) Potprzewodniki
Pétprzewodniki R17 ... 330Q (1206) D4D5................... 1N4148
[0 LED czerwona (0805) R18,R26,R27.............. 1Q2W DI1D3............ LL4148 minimelf
Q1,02 MMBT3906 R19-R22............... 10(1206) D2................. C3V9 minimelf
Q3. IRF9Z34 R23............ 10kQ2 potencjometr lub przewlekana
Ul TLC272CP (SMD) wieloobrotowy Q1....................... IRF530
U2 78L09 (SMD) R24........ 1kQ przewlekany 0,25W Q2....................... IRF510
Przetwornica R28................... 330Q2W Q3. BFG591
Rezystory R29................. 1002 (0805) Q4................... MMBT3904
RIR2............. 0,47Q (1206) R30-R33............ 2,2k (0805) Q5.......oooireiii, IRF9530
R3... o 1k (0805) R36,R37 ............ 2,4k (0805) Q6.................... 14,85MHz
Rd............... .. 8,2k (0805) Kondensatory (generator kwarcowy, patrz tekst)
Kondensatory Clueoi 100pF (1206) U1. .o CD4093
C1,62,C04C12.......... 470uF 16V C2-C4,027,031,032,C43,C46. .. .. .. U2 HMC190MS8
$3,05,C8,C10,C13 ........... 0uF 22nF (0805) U3...... ...l 7805
oo 1,5nF  C5,C47,C48 47nF (0805) najlepiej NP0 Pozostate

CrCl4........... 1nFNPO (0805) C6................... 33n (0806) L1L2............ 2,2uH (patrz tekst)
C9,C11,C15. ... . 100nF C7.................. 22nF (1206) Trl............. 2*7 zwojow F1001
Pétprzewodniki C8. ..o 33nF (1206) Srednica 10mm
Dl 1N5819 (€9,C12,C18,C28.......... 1nFNPO Tr2 ... 2*5 zwojow na rdzeniu
Ul 7909 €10,C13,C15,017,619,29,C39,C40,C50. 7 Ssymetryzatora telewizyjnego
U2, o MC34063 ..................... 100nF (0805) Tr3...... 4 zw. pierwotne, 4 wtéme na
Pozostate C11,C14,C16,C25........ 22uF 25V dwadch sklejonych rdzeniach, patrz tekst
L1,L2... 15 zw. F1001, $rednica 8mm  C20,C24 100nF przewlekany 100V MKT Relt. ... ... przekaznik M1BS-12HAW

AVT-2954 — TRX SDR, AVT2954/1 - Termostat, AUT2954/2 — Przetworn|!! _ f

(PTT). Po podaniu napigcia powinni$my usty-
sze¢ charakterystyczne pyknigcie zataczanego
przekaznika. Korekta punktéw pracy powinna
by¢ dokonywana po przykrgceniu do radiato-
réw, po paru minutach ciaglego wygrzewania
urzadzenia. Trochg wigkszego naktadu pracy
wymaga ustawienie punktu pracy trzeciego
stopnia. Ustawiamy zerowe napigcie bram-
ki za pomoca potencjometru wieloobroto-
wego, mocujemy diody stabilizujace punkt
pracy do radiatora w poblizu tranzystora
IRF530, przymocowujemy obudowg tranzy-
stora z uzyciem podktadki izolacyjnej i pasty
termoprzewodzacej. Wlutowujemy zworg
podajaca napigcie zasilania na dren, ostroz-
nie zwigkszamy warto§¢ pradu spoczynko-
wego tranzystora IRF530 potencjometrem
wieloobrotowym, kontrolujac go za pomoca
woltomierza (mierzac spadek napigcia na
rezystorach Zrodtowych). Przy okoto 3,3V
na bramce, tranzystor zacznie przewodzi¢ i
regulacj¢ pradu powinni§my przeprowadzaé
od tego momentu bardzo ostroznie. Warto$¢
pradu spoczynkowego wynosi okoto 250mA
przy napigciu zasilania +12V i 150mA przy

napigciu zasilania tranzystora IRF530 row-
nego 24V. Wzmocnienie tego uktadu wynosi
okoto 35-40dB, a moc wyjsciowa okoto SW
i zalezy od parametrow zastosowanych tran-
zystorOw mocy, napigcia zasilajacego ostat-
niego stopnia i wysterowania wzmacniacza.
Wzmacniacz pracuje bardzo stabilnie i nie
wzbudza sig¢ nawet po odlaczeniu obciazenia.
Mozliwa jest konfiguracja wzmacniacza za
pomoca zwor tak, by wzmacniacz zalaczat
dwa pierwsze stopnie tylko na czas nadawania
oraz by pracowaty one caly czas, a zabierana
byta jedynie polaryzacja stopnia koncowego.
Na schemacie montazowym (i ideowym)
pokazana jest praca z kluczowaniem zasilania
dwoch wzmacniaczy sterujacych i stopnia
koncowego. W przypadku chegci kluczowania
tylko stopnia koncowego, kolektor tranzy-
stora BFG591 i dren tranzystora IRF510
podiaczone musza byé na stale do +12V a
uktad kluczuje wtedy tylko napigcie bramki
tranzystora IRF530.
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